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きれいに洗浄したシリコン基板を用意する。

シリコン基横は、∩型のものを用いるのが
一般的。

pウェル（p型の不純物を拡散させた領域）
をつくる。ここはnチャネルのMOSFETを
つくるのに必要。

その上に酸化膜を形成する。
薄い部分（MOS構造のため）と厚い部分（絶縁
のため）とがあるので、2回に分けて酸化する。

一字莞雪主省三ンま竺
多結晶シリコン（金属の・皮割をする）を堆積
してMOS構造をつくる。・ここがMOSFETの
ゲートになる。また、多結晶シリコンの代わ
りにアルミニウムを用いることもある。
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打ち込み法によって、P型と∩型の領
昼うくるうこの部分がソースとドレ

インになる。（セルフ・アライメント）

層間絶縁層である二酸化ケイ素を堆積して、
後で接続したいところには穴（コンタクト
ホール）をあける。

アルミニウムを堆積して素子と素子とをつ
ないでいく。
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